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특 집 미래성장 산업용 차세대 탄화규소 소재기술

1. 서론

SiC는높은강도와경도, 우수한고온물성, 내방사선

특성및내플라즈마부식특성등다양한장점을갖기

때문에최근상용화를위한연구가활발히진행되고있

다. 이러한 SiC의우수한물성은 Si-C 결합의높은공유

결합성 (~88%) 때문이다.
1)
그러나공유결합성에서유발

된극도로낮은자기확산계수 (self diffusion coefficient)

때문에순수한 SiC는일반적인분말야금 (powder met-

allurgy) 방법으로는 완전히 치밀화 시키기 어려우며

mechanical alloying 등의전처리가이루어지지않은경

우치밀화는 2100℃이상의고온과고압이동시에가해

질경우에만가능하다.
2)

치밀한 SiC 소재는 21세기의선진한국을책임질차세

대성장동력기술들에다양하게적용이이루어지고있

으나그중첨단반도체산업과미래형에너지산업에서

그중요성이더욱커지고있다. 

차세대반도체산업에서는선폭의미세화와 wafer의

대구경화에 따라 공정 도중 발생하는 입자에 의한 Si

wafer의오염방지가중요한문제로대두되고있으며, 기

존보다고강도, 고탄성율의공정소재및고온의공정조

건이요구되고있다. SiC는기존에반도체공정에사용

되어온석영유리및알루미나에비하여열적및기계적

특성, 화학적안정성및입자오염특성등에장점을나타

내며높은생산단가라는단점에도불구하고최근반도체

산업용 SiC 소재에대한요구가증가하고있다.
3)

Table 1은기존의용융석영유리와고순도소결 SiC

및 reaction sintered SiC의특성을보여준다.
3,4)

최근개

발된고순도소결 SiC 및 reaction sintered SiC는용융

석영유리보다높은순도와강도, 영율특성을나타내며,

낮은열팽창계수, 높은열전도도및낮은전기저항성

등의특징을갖는다. 또한 HF가포함된에칭용액에대

한내부식성도 SiC는대단히우수한반면용융석영유

리는비교적빠른부식에의하여 Si wafer의오염을유발
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Table 1. Properties of High Purity SiC and Quartz Glass.3,4)

Properties High purity SiC High purity reaction sintered SiC Quartz glass
Fe 0.05 <0.005 0.1-0.8
Ni <0.01 <0.005 0.005

Impurity concentration (ppm) Cu 0.04 <0.005 0.005-0.1
Al 0.08 0.05 8-28
Na <0.01 <0.005 0.2-2.0

Crystal β-SiC SiC/Si α-SiO2

Density (g/cm3) 3.15 2.9 2.2
Porosity (%) <2 - 0

Bending strength(MPa, RT) 600 420 59
Young’s modulus(GPa, RT) 390 - 74

Coefficient of thermal expansion(/K) 4.3×10-6 4.2×10-6 5.4×10-7

Thermal conductivity(W/m·K) 230 180 1.4
Electrical conductivity(Ω·m) 2×10-2 1×10-2 3×106
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할수있다. 이러한장점들때문에고순도의소결 SiC는

LPCVD 공정및에칭공정에적용할경우석영유리보

다 높은 경제성을 갖는 것으로 알려져 있다.
3)
또한 Si

wafer의 직경을 현재의 300mm에서 450mm 이상으로

대형화하는계획이수립되어있으며, 이경우기존재료

보다높은강도및탄성계수를갖는SiC 부품의사용이크

게확대될것으로예상된다. 따라서반도체공정용초고

순도 SiC 및복잡형상을갖는고강도, 고탄성율의 SiC

소재의개발이시급히이루어져야할것으로생각된다.

최근차세대핵발전로및핵융합로에 SiC/SiC 계복

합재료를사용하기위한연구가활발히진행되고있다.

이는 SiC가우수한열적, 기계적특성을갖고있을뿐아

니라방사선조사에대한우수한내구성, 낮은 3중수소

투과성등원자력분야에서요구되는특성들이대단히

우수하기때문이다.
5)
따라서 International Thermonuclear

Experimental Reactor (ITER)의 Test Blanket Module

(TBM) 개발등정부주도형의R&D 연구가활발히이루

어지고있다.
6)
핵발전용 SiC/SiC 복합재료제조방법으

로는Chemical Vapor Infiltration (CVI) 방법과nano-infil-

tration and transient eutectic-phase process (NITE) 공정

이가장적합한것으로알려져있으며, 이들방법중NITE

공정은가압소결공정에의하여제조된다.
5)

NITE 공정

은 일본의 쿄토 대학 주도로 연구가 진행되고 있으며

Kohyama, Dong 등이 2002-2003년β-상의 nano-SiC 분

말에소결조제인 Y2O3와 Al2O3를혼합하여슬러리로제

조, 이를 Tyranno-SA 섬유사이에함침시킨후 1720℃

이상의온도와 15MPa 이상의압력으로치밀화시켜고

강도, 고인성의 SiC/SiC 복합체를제조한이후로많은연

구가이루어졌다.
7,8)

Table 2는핵융합발전용 blanket에

사용되기위하여필요한설계물성과CVI 및NITE 방법

으로제조된 SiC/SiC 복합재료의주요물성을보여준다.
9)

소결법인NITE 법으로제조되는 SiC/SiC 복합재료의물

성이고가의CVI 법으로제조되는복합재료와방사선조

사전의경우동등한물성을나타냄을알수있다.

최근항공우주분야에서개발된고성능 SiC 제조기술

이반도체, 원자력/핵융합등차세대성장동력산업용으

로확대적용되고있으며, 그차이가향후국가간의기

술력및경제력격차에핵심적인영향을미칠것으로예

상된다. 소재산업분야에서선진국과의뚜렷한기술격

차가존재하는우리나라가국제적인경쟁력을갖기위해

서는차세대핵심소재인 SiC에대한도전적인연구와

개발이필요하다. 이에부응하여정부는현재소재원천

사업과 WPM (World Premier Materials) 사업을통하여

SiC/SiC 복합재료및반도체용 SiC 제조에관한장기적

인연구를지원하고있으나아직선진국들의 SiC 관련

연구프로그램들에비하여미흡한수준이다. Table 3에

2007년기준으로선진국에서수행중인핵발전용SiC/SiC

복합재료관련연구프로그램들을정리하였다.
5)

본리뷰에서는차세대성장동력사업에핵심적인소재

로부각되고있는 SiC의치밀화방법들을보고하였으며,

특히반도체및핵발전분야에응용될수있는기술들의

최근연구동향을정리하였다.  

2. SiC의 소결 방법

2.1. 재결정법 (recrystallization)
조립의 SiC 분말성형체를 2400℃부근의고온에서

가열하면기화-응축기구 (evaporation-condensation)에의

하여수축없이입자간결합이형성되며약100MPa 내외

의강도를갖는다공질의 SiC가얻어진다. 이방법으로

제조된 SiC는비교적고순도이며높은열충격저항성을

갖고화학적으로도안정하기때문에비교적낮은밀도

(상대밀도약 70~80% 내외) 및강도에도불구하고고온

용단열재등에사용되어왔다. 또한이재료가갖는화

Table 2. Some Requirements of SiS/SiC for Fusion
Application and Typical Values of Composites Prepared
by CVI and NITE Process.9)

Key properties (unit) Requirement 2D CVI 3D CVI NITE
Thermal conductivity(W/m·K)
Non-irradiated, 500℃ ≥20 ~15 25-40 15-40
Non-irradiated, 1000℃ ≥20 ~10 20-30 10-30
Irradiated, 500℃ ≥20 2-3 5-8 -
Irradiated, 1000℃ ≥20 4-6 12-18 -
Tensile properties, 500-1000℃
Ultimate stress, MPa 300 250-350 100-200 300-400
Matrix cracking stress, MPa n/s ~150 - 200-250
Modulus, GPa 200-300 ~250 ~200 300-400
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이세훈, 김해두특 집

학적안정성과내열성을이용하여자동차배기가스정화

용 DPF (Diesel particulate filter) 가재결정법으로제조

되고있다.
10)

2.2. 반응소결법 (reaction sintering, reaction bonding)
반응소결에관한본격적인연구는1972-1973년영국의

Kennedy와 Forrest에의하여진행되었다.
11)

SiC 와탄소

분말로구성된성형체에용융된 Si를함침시키면 Si +

C → SiC의반응에의하여성형체내부의탄소가 Si와

반응하여 SiC를형성하며, 함침이완결된성형체는 SiC

와소량의잔류 Si로구성된치밀한구조물을형성한다.

Si와 C의반응은발열반응으로급격히진행되기때문에

Si의침투를제어하고반응속도를조절하기위하여 SiC

를첨가하여준다. 용융된 Si는모세관력에의하여성형

체내의개기공속으로침투하여들어가기때문에성형체

의기공율과기공크기분포의적절한조절은우수한품

질을갖는제품을얻기위하여매우중요하다.
12)

2.3. 고상소결법
고상소결법은불활성기체분위기혹은진공중에서

시편내에액상을형성시키지않은상태로소결하는방

법으로 1975년 Prochazka가소량의 B 및 C를소결조제

로사용하여상압소결로치밀한 SiC를얻음으로써시작

되었다.
13)

상용분말은α-SiC가더저렴하기때문에대부

분의제품은α-SiC 형으로만들어지고β-SiC의경우α-

형보다일부우수한특성들을살려서고성능메카니칼

씰등일부제품에적용되고있다. 

β-SiC (3C) 원료분말사용시소결도중 6H, 15R 등α-

SiC로상전이가발생할수있다. 2H-SiC는 1400℃이하

에서안정하며, 1400~1600℃사이에는 3C, 1600~2100℃

에서는 4H, 2100~2200℃는 6H, 2200℃ 이상에서는

15R 상이안정한것으로알려져있다.
14)

상전이는입성

장을촉진시키고치밀화를저해하기때문에β-SiC를출

발원료로사용하는경우가치밀화가더어렵다고보고되

고있다.
15)

CVD 혹은전구체법으로제조된고순도의미세 SiC

분말은상압소결법으로는치밀화가불가능하나HP를사

용할경우 2400℃내외에서고상소결기구에의한치밀

화가가능하다. 고순도 SiC 소결체는더미웨이퍼, 정전

척및기판가열용히터등에사용될수있다.
3)
최근고

순도 SiC의가압소결온도를낮추기위한연구들이활발

히진행되고있다. 이는기존의공정조건인 2400℃가

압소결조건으로제조된 SiC는그우수한물성에도불구

하고 높은 가격 때문에 산업화가 지연되기 때문이다.

Yamamoto 등은유성밀을이용하여 Si와 C 원료분말을

mechanical alloying (MA)한결과소결조제를첨가하지

않고도 1675℃, 40MPa의조건으로방전플라즈마소결

(SPS) 한후 95%의상대밀도를얻었으며, 소결온도를

1700℃및1900℃로올릴경우상대밀도는98% 및100%

로증가함을보고하였다.
16)

이에비하여평균입경 30nm

의 nano-SiC 분말을 MA 처리없이동일조건에서소결

할경우 1900℃소결후에도상대밀도는 78%에불과하

였다. MA 처리된 SiC의치밀화는 1600-1700℃사이에

서급격하게일어났으며, 이는 SiC의 ordering에의하여

촉진되는질량이동때문으로보고되었다. 이러한 MA

법으로비교적저온에서소결된 SiC의곡강도, 탄성계수

및파괴인성은각각 520MPa, 380GPa 및 3.6MPa·m1/2

로우수한물성을나타내었다.
17)

재료연구소에서는MA법및 reactive SPS 소결법을이

용한고순도 SiC의치밀화에대한연구가진행되고있으

며, 순도 99.9% 이상의고순도 Si, C 및 SiC 혼합원료

분말을 MA 처리후 2300℃, 60MPa의조건으로 5분및

Fig. 1. Specimens after SPS at 2300℃ under 60MPa pres-
sure in 0.1MPa Ar atmosphere for (a) 5 min, (b) 15
min.
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15분간 SPS 소결하여각각 95% 및 97%의상대밀도를

갖는치밀한 SiC 소결체를제조하였다 (Fig. 1). 이에비

하여순도 99.9%의 SiC 분말을소결할경우 2400℃, 5

분소결후 84%의상대밀도만을얻을수있었다. 

최근수십-수백nanometer 크기의grain들을갖는nano-

SiC의제조가연구되고있는데, 이재료는기존 SiC에

비하여우수한내마모성을갖을것으로예상된다.
18)

또

한 nano-grain을갖는세라믹스는초소성특성을나타낼

수있기때문에 SiC 소재의초소성을구현할경우높은

가공비를절감할수있을것으로생각된다. Shinoda 등

은B와C 조제를사용하여 hot isostatic press로 980MPa

의고압및 1600℃의저온조건에서 SiC 분말을소결함

으로써평균입경 200nm인 nano-SiC를, Ohyanagi 등은

Mechano-chemical process로처리된원료분말을 1700℃

에서 SPS 법으로치밀화시킴으로써 30-50nm 크기의

grain들을갖는 nano-SiC를제조하였다.
19,20)

2.4. 액상소결법
SiC 액상소결의초기연구는1975년Lange 등이Al2O3

소결조제를사용하여 hot press로수행하였으며, Omori

등이 Al2O3 조제를이용한상압소결법으로 SiC를치밀

화시켰다.
21,22)

첨가된Al2O3는SiC 표면에존재하는SiO2

와반응하여고온에서액상을형성하며, 이러한액상은

입자의재배치와원자의확산을촉진시킴으로써 SiC의

치밀화를촉진시킨다.  

Al2O3-Y2O3 상을소결조제로사용할경우 Al2O3 단상

보다소결이효율적으로진행된다. 그러나 Al2O3-Y2O3-

SiO2의낮은융점은 SiC의소결은촉진시키나그고온물

성을감소시키게된다. 이러한문제를줄이기위하여형

성된액상의결정화처리를통하여 Yttrium Aluminum

Garnet (YAG, Y3Al5O12) 상을형성시키는연구가보고되

었다.
23)

Al2O3-Y2O3에 CaO를추가로첨가하여소결온도를더

욱 낮추는 연구도 수행되었다. Lee 등은 이 조성으로

1750℃소결-1550℃ 2차소결의 two-step sintering 공정

을사용하여평균입경 43nm의치밀한 nano-SiC를제조

하였다.
24)

고상소결된 SiC는 1600℃까지우수한고온물성을

나타낸다. 그러나고상소결을통한SiC의치밀화를위해

서는2050-2150℃의고온이필요하게된다.
25,26)

소결온도

를낮추면서도우수한고온물성을갖는 SiC를제조하기

위하여고온물성이우수한비산화물계나희토류계소결

조제를사용하는액상소결법이연구되어왔다. Biswas 등

은 AlN-Y2O3계 소결조제를 사용하여 1400℃에서

500MPa 이상의강도를나타내는 SiC를제조하였다. 그

러나그치밀화를위해서는2000℃내외의온도와10MPa

N2 분위기의gas pressure sintering (GPS)가필요하였다.
27)

또한그들은 Lu2O3-AlN계소결조제를사용하여 1500°C

에서 412 MPa의강도를얻을수있었다.
28)

그러나치밀

화를위해서는고상소결법과동일한정도의소결조건이

필요하였으며 (2100℃, 10MPa) 비정질계면상의거의완

전한결정화를위하여추가적으로 1950℃에서수십시간

의열처리가필요하였다. Kim 등은 Lu2O3-AlN 소결조

제를 사용하여 액상 소결한 SiC 시편을 2000℃에서 6

시간열처리함으로써 1600℃에서 596MPa의강도를얻

을수있었다.
29)

고온용구조재료의치밀화방법에서액

상소결법이기존의고상소결법에비하여우위를점하려

면소결온도를더낮추고결정화를위한열처리공정을

제거하는등의개선이필요할것으로생각된다.

액상소결의경우 B 및 C를사용하는고상소결법과

달리수% 내외의비교적많은양의소결조제가필요하

며, 형성된액상이 SiC 입계에존재한다. 시편파괴시

균열이이계면을따라진행하는경향이있으며, 따라서

액상소결로제조된 SiC의경우고상소결을사용한경우

Table 3. Ongoing SiC/SiC R&D Activities for Nuclear
Applications.5)

Envisioned system Country Lead contacts Component

VHTR US(France etc.)
L.L. Snead (US)
C. Colin (FR) Control rod, etc.

LMR, VHTR Japan S. Konishi (Jp) IHX

GFR France, Japan M. Le Flem (Fr)
A. Kohyama (JP)

Core assembly

GFR Japan T. Hinoki (Japan) Fuel matrix
LWR US H. Feinroth (US) Fuel cladding

H. Hegeman (EU)

Fusion International
A. Hasegawa 

(Japan) Blanket

Y. Katoh (US)



보다높은강도와파괴인성값을갖는결과들이보고되고

있다. 특히 Al-B-C 계소결조제를사용하는경우 SiC는

낮은소결온도와함께높은파괴인성값을갖는것으로

알려져있다. Al-B-C계소결조제는 Tanaka와 Lin 등에

의하여처음소개되었으며, 이조제를사용함으로써기

존에 1900℃이상이었던 SiC의가압소결온도를 1650℃

로낮출수있었다.
30,31)

Zhang 등은 Al-B-C 계소결조제

를사용할경우액상소결이 일어남을투과전자현미경

(TEM)을통하여관찰하였으며, 소결후비정질인계면

상의결정화정도는 Al : B : C의비율에따라변화하고

1200℃에서의열처리를통하여비정질계면상을결정화

시킬수있음을보고하였다.
32)

Yuan 등은Al-B-C계소결

조제에서Al의양을3 →7wt%로증가시킬경우SiC grain

의크기및장경비등을포함한미세구조의변화가나타

나고 5wt% 첨가시 8.9MPa·m1/2의높은파괴인성을나

타냄을보고하였다.
33)

Flinders 등도 Al-B-C 소결조제를

사용함으로써최대 7.8MPa·m1/2의비교적높은파괴인

성을갖는 SiC를제조하였다.
34)

이러한높은파괴인성은

판상으로성장한 SiC grain들에의하여 crack wake에서

uncracked-ligament bridging 현상에기인한 crack shield-

ing 현상때문에나타나는것으로알려져있다.

Al-B-C계소결조제는우수한특성에도불구하고현재

까지산업적으로활발히사용되지않고있는데, 이는부

분적으로금속 Al의높은화학적반응성때문이다. 소결

조제의균일한분포를위하여 Al을미분쇄할경우폭발

의위험성이있기때문에조립의 Al 원료분말에의하여

국부적으로불균일한소결조제의분포를나타낼수있다.

또한 Al-B-C-SiC system의경우분말들간의서로다른

표면전위특성때문에고농도슬러리를제조하기어렵

다. 이러한문제를해결하기위하여 Lee 등은 Al3BC3 및

“Al8B4C7”조성을합성하여소결조제로사용하였다.
35)

그들은 Al3BC3 및“Al8B4C7”소결체를제조한후미세

구조를관찰함으로써기존에알려진“Al8B4C7”은Al3BC3

와 여분의 Al-B 상으로 이루어져 있음을 밝혔다.
36)

Al3BC3는milling에의하여 sub-micrometer 크기로분쇄

해줄수있으며 SiC와함께 milling할경우균일한혼합

물을형성하였다 (Fig. 2).
37)

분쇄된 sub-micrometer 크기

의 Al3BC3로제조된 50vol%의슬러리의점도는동일한

조성을갖는 10vol%의 Al-B-C 슬러리와유사하였으며,

45vol%의 solid loading을갖는 SiC-Al3BC3 혼합슬러

리를제조할수있었다. Al3BC3 및“Al8B4C7”을 SiC의

소결조제로사용할경우동일한조성의 Al-B-C와유사

한소결특성을나타내었으며, 제조된슬러리를 slip cast-

ing 하여제조된 cast는냉간정수압성형 (cold isostatic

press, CIP)으로압축하지않은상태에서1850℃상압소

결로 상대밀도 98%의 치밀한 소결체를 얻을 수 있었
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이세훈, 김해두특 집

Fig. 2. Morphology of powder after planetary milling. (a) Al3BC3, (b) SiC + 10wt% Al3BC3.

(a)                                                     (b)



다.
37,38)

소결된시편은판상으로입성장된 SiC grain들이

관찰되었다 (Fig. 3). 기존에도 SiC에 B4C-C 및 Al2O3-

Y2O3계소결조제가혼합된고농도슬러리를 casting 한

후상압소결하여치밀한 SiC를제조한보고들이있었으

나그경우더높은 (2000-2250℃) 소결온도가필요하였

다.
39-41)

액상소결시관찰되는입성장을이론적으로설명하기

위한다양한노력이진행되어왔다. 이들중Lee 등에의

하여제안된결정성장이론이많은경우실제결과와부

합된다고보고되고있다.
42,43)

이들에의하면소결후각

진 grain들의형성은계면반응이성장속도를조절하며,

둥근형태의 grain들은확산이 grain 성장속도를조절함

을암시한다.

Al-B-C 혹은Al3BC3 소결조제사용시Grain boundary

에존재하는 Al은 Ar 분위기, 1800℃이상에서 evapora-

tion 하여 SiC 시편의질량감소를유발하는것으로알려

져있다.
44)

Al3BC3는상압조건에서용해하지않으며, 1

기압Ar 조건에서는 1400℃, 밀봉된 carbon 도가니내부

에서는 1900℃이상에서 Al의기화에의한분해반응이

일어난다.
45)

SiC/SiC 섬유강화복합재료의제조를위한 NITE 공

정의경우 Dong 등은 Nano-SiC와 Y2O3, Al2O3 외에열

처리후 SiC로변환되는 polycarbosilane (PCS)을첨가

함으로써소결특성을개선시켰다.
46)

Shimoda 등은NITE

공정으로제조된시편이액상의결정화에의한액상량의

감소와Y3Al5O12 (YAG) 상의형성에의해서1300℃에서

우수한강도특성을나타냄을보고하였다.
47)

이들은또한

nano-SiC 분말의소결조제로Y2O3, Al2O3 외에추가적으

로 SiO2를첨가함으로써소결온도를 1800℃에서 1750℃

로낮추었다.
48)

이때 SiO2의 첨가량이 4wt%를 초과할

경우잉여분의 SiO2가 C와반응하여 SiO와 CO gas를

형성시킴으로써소결밀도를저하시켰다. NITE 공정을

이용한제품크기의 scale up 및 nesar-net shaping 공정

의 최적화도 꾸준히 진행되어서 직경 200mm, 높이

80mm의 SiC/SiC tube가제작되었다.
49)

국내에서는영남대학교및한국원자력연구원 (KAERI)

에서 nano-SiC 분말과Al2O3, Y2O3 및MgO계소결조제

를사용하여 SiC/SiC 섬유강화복합재료를제조하는연

구가진행되고있다.
50)

2.5. 방전 플라즈마 소결법 (spark plasma sintering,
SPS)

SPS법은빠른승온속도및비교적높게인가할수있

는소결압력때문에난소결성인 SiC의치밀화및미세

한 grain들을갖는소재를제조하기위하여최근활발히

사용되고있다. Zhou 등은 Al2O3-Y2O3 및 Al4C3-B4C-C

계소결조제를사용하여 1700℃, 47MPa의압력으로α-

및β-SiC 분말을 10분간치밀화하여상대밀도 95% 이
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Fig. 3. Microstructure of pressureless sintered SiC-Al3BC3

showing the formation of plate-like SiC grains.

Fig. 4. Microstructure of SiC densified by SPS using
nano-SiC powder and “Al8B4C7”additive. 



상의치밀한 SiC를제조하였다.
51)

이들은산화물계소

결조제의경우 SiC 분말의종류에관계없이미세한등

방형의 grain들이형성된반면, 비산화물계조제의경우

α-SiC 분말소결후에는조대한등방형의 grain들이, β-

SiC 분말의경우소결도중α-SiC로의상전이에의하여

높은장경비를갖는판상의 grain들이형성됨을보고하

였다. Al4C3-B4C계소결조제를사용하여β상의 nano-

SiC를 1600℃, 47MPa의압력으로치밀화시킨경우 2-5

분유지로상대밀도 99.5% 이상의치밀한소결체를얻

을수있으나강한입성장이관찰되었다.
52)

Lee 등은“Al8B4C7”계 소결 조제를 사용하여 nano-

SiC 분말을 120MPa의압력하에 SPS를이용하여치밀

화 하였으며, 10wt%의 조제 첨가 시 1575℃ 1분,

12.5wt%의경우1550℃1분소결후상대밀도98% 내외

의치밀한소결체를얻을수있었다.
53)

얻어진 SiC 소결

체는등방형인 100nm 내외의미세한 SiC grain들로이

루어졌는데, 이는 SPS 도중빠른승온속도와짧은유

지시간때문에 grain들이고온에서입성장할수있는충

분한시간동안유지되지않았기때문이다 (Fig. 4). 또한

동일한조성의혼합분말을사용하여 40MPa에서장시간

소결시켜줄경우에도치밀한구조를얻을수있었으며,

1525℃에서8시간소결후약98%의상대밀도를얻을수

있었다. 

이렇듯 SPS법은기존의소결방법에비하여빠른승

온속도및높은압력등을인가할수있는장점으로미

세한조직형성및저온소결등 SiC의제조를위한다양

한방법으로사용되고있다.

3. 결론

SiC는차세대성장동력기술에다양하게적용되고있

으며, 특히반도체및에너지산업분야의핵심적인재료

로각광받고있다. 반도체산업에서는고상소결법을이

용한초고순도 SiC 세라믹스의개발및고인성, 복잡형

상제품의개발이활발히진행되고있으며, 에너지산업

에는액상소결법인 NITE 공정을적용한 SiC/SiC 섬유

강화복합재료관련연구가이루어지고있다. 이외에도

고온용 SiC, nano-SiC 등다양한분야에대하여활발한

연구가진행되고있다. 정부는최근차세대핵심소재인

SiC의중요성을인식해서이분야의연구에관한소재원

천사업과 WPM 사업등대형연구과제를수행하고있

으나, 서구선진국에비하면여전히충분한지원이이루

어지지않고있는실정이다. 향후고성능 SiC의핵심기

술들을개발함으로써선진국들에대한기술의존성을줄

이고지적재산권을선점함으로써국가경쟁력을향상시

킬수있는다양한연구프로그램들이개발되기를기대

한다.
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